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１．概要（Summary ） 

GaN-MOS トランジスタはパワーデバイスとして有望であ

るが、イオン注入による部分的な p型化が困難であるため、

縦型パワーデバイスにするためにトレンチ構造となっている。

チャネル層は側壁である m 面に形成される。MOS 構造を

形成する際にさまざまな面が同時に酸化ガスに曝される。

酸素の取込が GaN の面方位に依存するので、面方位によ

る酸素の結合状態を明らかにすることは、MOS界面準位の

理解や低減に向けて意義がある。本実験では、酸化層を

堆積する際に酸化ガスとして使用されるH2OによるGaN表

面酸化状態のその場観察と、酸化状態による界面準位に

ついて議論するために表面に酸化量を規定した GaN 表面

に Au を大気に曝すことなく蒸着したショットキーダイオード

を形成することを目的に行った。 

 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 
有機金属化学堆積法で導電性のある+c 面（0001）と

m 面(101
_
0) GaN バルク基板上に成長した GaN 薄膜試

料を用いた。表面清浄化のため超高真空下 1000℃で加

熱することができ、かつ H2O 蒸気（＜10-5Pa）を導入

しながらその場観察 XPS ができる BL23SU を利用し

た。試料を XPS 測定チャンバーに導入して 900℃で真

空アニールした後に 200℃で約 2 時間にわたって H2O
を照射しながら、730 eV の放射光を用いて O1s コアス

ペクトルを 30 秒毎に測定した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 測定前の 900℃でのアニールでともにカーボンはほ

とんど除去されたが、酸素については+c GaN 表面では

ほぼ除去されたのに

対して、m-GaN 表面

の酸素はほとんど残

留したままであった。

このような表面を初

期状態として O2 分子

線を照射した時と同

じ圧力となるように

（1x10-5 Pa）H2O を

照射しながら変化し

た O1s スペクトルを

図 1 に示す。O2照射の

時よりも多くの酸素

が吸着して、GaN 表面

での H2O の反応性が

高いことがわかった。

GaN の極性構造と表面スピンを考慮したモデルを使っ

た第一原理分子動力学計算で GaN 表面と H2O との反

応について考察中である。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
「なし」 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図 1 (a)+c GaNおよび(b) m-GaN
表面に H2O を照射しながら測定

した O1s コアスペクトル. 


